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(57) Abstract: The invention relates to a semiconductor capacitor 
comprising a first semiconductor layer which contains silicon and 
forms a first capacitor electrode (1), a second capacitor electrode (3), 
and a capacitor dielectric (5) which contains praseodymium oxide 
and is located between the capacitor electrodes (1,3). According 
to the invention, a thin intermediate layer (9) is provided between 
the capacitor dielectric (5) containing praseodymium oxide and at 
least the first semiconductor layer (1) containing silicon, said inter- 
mediate layer embodying a diffusion barrier for oxygen. The thin 
intermediate layer (9) can especially comprise oxynitride. 

(57) Zusammenfassung: Gcmass der Erfindung wird ein 
Halbleiterkondensator mit einer eine erste Kondensatorelektrode 
(1) bildenden Silizium umfassenden ersten Halbleiterschicht, 
einer zweiten Kondensatorelektrode (3) und einem Praseodymoxid 
umfassenden Kondensatordielektrikum (5) zwischen den 
Kondensatorelektroden (1, 3) bereitgestellt, in dem zwischen dem 
Praseodymoxid umfassenden Kondensatordielektrikum (5) und 
mindestens der Silizium umfassenden ersten Halbleiterschicht 
(1) eine dlinne Zwischenschicht (9) vorhanden ist, die eine 
Diffusionsbarriere fur Sauerstoff darstellt Insbesondere kann die 
dUnne Zwischenschicht (9) Oxynitrid umfassen. 
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Halbleiterkondensator mit Praseodymoxid als Dielektrikum 



Die Erfindung betrifft einen Halbleiterkondensator mit Praseodymoxid als 
Dielektrikum sowie ein Verfahren zum Herstellen einer dunnen Oxynitrid- 
schicht auf Silizium. 

Halbleiterkondensatoren sind aus der modernen Halbleltertechnologie nicht 
5 mehr wegzudenken. Wichtige Anwendungsbeispiele fur Halbleiterkon- 
densatoren sind dynamische Direktzugriffsspeicher (DRAM), in denen die 
Halbleiterkondensatoren als Speicherzellen Verwendung finden, und 
Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren (MOSFETs, metal-oxide semi- 
conductor field-effect transistor), in denen das Substrat, die Gateelektrode 
10 und das zwischen Substrat und Gateelektrode liegende Gateoxid einen 
Halbleiterkondensator bilden. 
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FQr einen Halbleiterkondensator gilt wie fOr alle Kondensatoren, dass die 
KapazitSt des Kondensators proportional zur Dielektrizitatszahl des 
zwischen den Kondensatorelektroden befindlichen Dielektrikums und der 
Fiache der Kondensatorelektroden sowie zum Reziprokenwert des 
5 Abstandes zwischen den Kondensatorelektroden, also der Dicke des 
Dielektrikums, 1st. Als Dielektrikum wird in der Halbleitertechnik h§ufig 
Siliziumoxid (Si0 2 ) eingesetzt. 

Mit der zunehmenden Verringerung der BausteingrSfce in der 
Halbleitertechnik werden auch die Abmessungen der Kondensatorplatten 
10 von Halbieiterkondensatoren, beispielsweise der Gateelektroden von 
MOSFETs, immer kleiner. Damit verringert sich aber auch die Kapazitat 
des Halbleiterkondensators, sofern keine Mafinahmen ergriffen werden, 
dem entgegenzuwirken. 



Zum Kompensieren der Verringerung der Abmessungen der Kondensator- 
15 elektroden gibt es zwei Moglichkeiten. Die erste besteht darin, die Dicke 
des Dielektrikums zu verringern. Dies fOhrt beispielsweise in MOSFETs, in 
denen als Dielektrikum typischerweise Siliziumoxid Verwendung findet, bei 
GatelSngen von weniger als 0,1 pm zu Problemen. Das Siliziumoxid fOr 
Baueiemente mit derart geringen Gatelangen mOsste dann dOnner als 1,5 
20 nm sein. Ein solch dQnnes Siliziumoxid fOhrt jedoch zu einer Zunahme des 
Leckstroms des MOSFETs. Der Leckstrom entsteht aufgrund von 
Elektronen, die durch das dOnne Gateoxid zwischen dem Substrat und der 
Gateelektrode tunneln. Die Zahl der tunnelnden Elektronen und damit die 
Stromstarke des Leckstroms wSchst exponentiell mit geringer werdender 
25 Dicke der Siliziumoxidschicht. Es ist jedoch erwOnscht, den Leckstrom 
eines MOSFETs moglichst gering zu halten, da zum Steuern des Stromes 
zwischen der Drainelektrode und der Sourceelektrode maglichst wenig 
elektrische Leistung verbraucht werden soil. 

Die zweite Mdglichkeit, die Verringerung der KondensatorelektrodenflSche 
30 zu kompensieren, besteht darin, nicht die Dicke des Dielektrikums sondem 
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dessen Dielektrizitatszahl zu andern. Wlrd beispielswelse statt Siliziumoxid 
Praseodymoxid (Pr 2 0 3 ) ais Dielektrikum verwendet, so ISsst sich aufgmnd 
der gegenQber Siliziumoxid hdheren Dielektrizitatszahl des Praseodym- 
oxids die KapazitSt des Kondensators bei ansonsten gleichen Parametern 

5 deutlich erhtihen. Siliziumoxid besitzt eine Dielektrizitatszahl von 3,9, 
wohingegen Praseodymoxid eine Dielektrizitatszahl von 30 besitzt. Dies 
bedeutet, dass mit Praseodymoxid als Dielektrikum das Gateoxid urn den 
Faktor 30 dividiert durch 3,9 dicker sein kann als ein Dielektrikum aus 
Siliziumoxid. Mit Praseodymoxid als Gatedielektrikum ISsst sich daher der 

10 Leckstrom gegenQber Siliziumoxid als Dielektrikum drastisch verringem. 

Die Dicke einer Siliziumoxidschicht, die bei konstanter Flache der Kon- 
densatorelektroden dieselbe Kapazitat liefert wie die Praseodymoxidschicht 
wird im Folgenden als Squivalente Oxidschichtdicke bezeichnet. Mit 
zunehmender Verringerung der Bausteingrdfte muss diese aquivalente 
15 Oxidschichtdicke kleiner werden. urn die Verringerung der Kondensator- 
elektrbdenfiache zu kompensieren. Mittels Praseodymoxid als Dielektrikum 
Idsst sich die tatsSchliche Oxidschichtdicke gegenQber der dquivalenten 
Oxidschichtdicke vergrofcem, und somit der tunnelnde Leckstrom 
verringem. 

20 Praseodymoxid wird typischerweise durch Verdampfen von Pr 6 On auf 
Silizium deponiert. Dabei bildet sich zwischen dem Silizium und dem 
Praseodymoxid (Pr 2 0 3 ) ein Mischoxid der Form (Pr02)x(Si0 2 )i- x mit 0<x<1, 
typischerweise in nicht stbchiometrischer Form. Auf das Abscheiden 
folgende thermische Prozessschritte fQhren darQber hinaus zu einer 

25 weiteren Ausbreitung des Mischoxids, insbesondere des Si0 2 -Anteils. 

Das Mischoxid besitzt eine geringere Dielektrizitaszahl als das reine 
Praseodymoxid, wodurch die aquivalente Oxidschichtdicke des 
Dielektrikums gegenQber einem reinen Praseodymoxiddielektrikum 
vergroBert wird. Das Mischoxid verschlechtert daher die elektrischen 
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Eigenschaften des Dielektrikums und damit des Halbleiterkondesators, und 
zwar um so mehr, je dicker das Mischoxid ist. 

Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen Halbleiter- 
kondensator mit Praseodymoxid als Dielektrikum derart weiterzubilden, 
5 dass er verbesserte elektrische Eigenschaften aufweist. 

Diese Aufgabe wird durch einen Halbleiterkondensator nach Anspruch 1 
geldst Die abhdngigen AnsprQche enthalten weitere Ausgestaitungen und 
Merkmale der vorliegenden Erfindung. 

Gemaft Anspruch 1 wird zum L6sen der oben genannten Aufgabe ein 
10 Halbleiterkondensator mit einer eine erste Kondensatorelektrode bildenden, 
Silizium umfassenden ersten Halbleiterschicht, einer zweiten Kondensator- 
elektrode und einem Praseodymoxid umfassenden Kondensator- 
dielektrikum zwischen den Kondensatorelektroden bereitgestellt, in dem 
zwischen dem Praseodymoxid umfassenden Kondensatordielektrikum und 
15 mindestens der Silizium umfassenden ersten Halbleiterschicht eine erste 
dQnne Zwischenschicht vorhanden ist, die eine Diffusionsbarriere fGr 
Sauerstoff darstellt. 

Als Schicht soli hierbei nicht nur ein parallel zur Oberflache eines 
Halbleitersubstrats verlaufender Materialbereich verstanden werden. Eine 
20 Schicht im Sinne der Erfindung kann auch senkrecht oder in beliebigen 
anderen Winkeln zur SubstratoberflSche verlaufen. Insbesondere kann der 
Halbleiterkondensator als vertikaler oder als lateraler Halbleiterkondensator 
ausgestaltet sein. 

Die erste dQnne Zwischenschicht ist und Diffusionsbarriere, die verhindert, 
25 dass in auf das Abscheiden der Praseodymoxid enthaltenden Schicht 
folgenden thermischen Prozessschritten Sauerstoff die Siliziumoberflache 
erreicht und diese oxidiert. Dadurch ISsst sich verhindern, dass der Si0 2 - 
Anteil des (PrOa^SiOzJi^Mischoxids infolge der Reaktion des Siliziums 
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mit Sauerstoff unkontrolliert wachst und sich die Dielektrizitatszahl des 
Kondensatordielektrikums verschlechtert. Daneben kann die dunne 
Zwischenschicht auch als eine Abschirmung des Substratmateriais gegen 
Sufiere EinflQsse fungleren. 

Gemafi einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung, umfasst die erste 
dQnne Zwischenschicht Siiiziumoxynitrid (kann in verschiedenen 
st6chiometrischen Verhaltnissen vorkommen, z.B. SiON), im Folgenden 
kurz Oxynitrid genannt, als Material zum Hemmen der Sauerstoffdiffusion. 
Die dQnne Oxynitrid umfassende Zwischenschicht ermoglicht neben dem 
Hemmen der Sauerstoffdiffusion die strukturelle und elektronische 
Anpassung des Praseodymoxids an die Silizium umfassende 
Halbleiterschicht und kann daher als eine Anpassungsschicht angesehen 
werde. Sie verringert die Trap-Dichte, also die Dichte an elektrischen 
Zustandsniveaus in der BandlQcke des Halbleitermaterials, die freie 
Elektronen einfangen und so unerwOnschte Ladungszustande erzeugen 
kdnnen. Aufcerdem behindert die Oxynitrid umfassende Zwischenschicht 
das heteroepitaktische Wachstum (epitaktisches Wachstum eines Materials 
auf einem aus einem anderen Material bestehenden Substrat) von 
Praseodymoxid auf dem Silizium umfassenden Halbleitermaterial nicht, so 
dass einkristallines Wachstum des Praseodymoxids moglich ist. 

Altemativ oder zusatzlich kann als erste dunne Zwischenschicht auf der 
Praseodymoxidschicht eine dQnne Ti-Schicht aufgebracht werden, die 
selbst als Gate-Elektrode dient oder aber als Zwischenschicht zwischen 
dem Gate-Dielektrikum und der Gate-Elektrode. Titan als besonders 
reaktives Obertagangsmetall kann den Qberflussigen Sauerstoff in der 
Praseodymoxidschichtbzw. den mflglicherweise von aulien in diese Schicht 
eindringenden Sauerstoff chemisch binden. Eine solche Titan-Schicht kann 
den Schichtstapel und damit die Grenzflache gegenuber Sauerstoff 
schGtzen, ganz gleich, ob dieser aus der Atmosphere stammt oder 
wahrend eines technologischen Prozessschrittes einwirkt 
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, Vorzugsweise betrSgt die Dicke der ersten dunnen Zwischenschicht 0,5 nm 
Oder weniger. Je dQnner die erste dQnne Zwischenschicht ist, desto 
weniger beeinflusst sie als Teil des Kondensatordielektrikums die 
elektrischen Eigenschaflen des Kondensators. Die Dicke der ersten dQnne 
5 Zwischenschicht kann so weit verringert werden, wie es die 
Hersteliungsprozesse erlauben, soiange ihre Wirkung als 
diffusionshemmende Schicht nicht darunter leidet. 

In einer Ausgestaltung der Erflndung ist die zweite Kondensatorelektrode 
aus einer zweiten Halbleiterschicht gebildet. Zwischen der zweiten 
10 Halbleiterschicht und dem Praseodymoxid umfassenden Konden- 
satordielektrikum ist aufierdem eine zweite dQnne Zwischenschicht 
vorhanden. Mittels der zweiten dunnen Zwischenschicht kdnnen 
unkontrollierte chemische Reaktionen zwischen dem Kondensatordi- 
elektrikum und der zweiten Halbleiterschicht vermieden werden. 

15 Insbesondere, wenn die zweite Halbleiterschicht Silizium umfasst, ist es 
vorteilhaft, wenn die zweite dunne Zwischenschicht Oxynitrid oder 
Siliziumoxid umfasst, urn die Sauerstoffdiffusion oder chemische 
Reaktionen zu hemmen.. Mit Siliziumoxid als dQnner zweiter 
Zwischenschicht ist es auUerdem m5glich, beim Aufbringen von 

20 polykristallinem Silizium (Poiysilizium) als zweiter Halbleiterschicht, z. B. als 
Gateelektrode eines MOSFETs, das Kondensatordielektrikum in 
traditioneller Weise, d. h. so wie bei einem Kondensatordielektrikum aus 
Siliziumoxid, zu kontaktieren. Auch die Dicke der zweiten dunnen 
Zwischenschicht betragt wie die der ersten dunnen Zwischenschicht 

25 vorzugsweise 0,5 mm oder weniger. 

Vorteilhafterweise weist das Oxynitrid der dunnen Zwischenschichten ein 
KonzentrationsverhMltnis von Sauerstoff zu Stickstoff (O/N-Konzentrations- 
verhaitnis) von 1:1 auf. 
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ErfindungsgemaBe Halbleiterkondensatoren kflnnen Insbesondere vorteil- 
hafl In Speicherzellen fQr dynamische Direktzugriffespeicher (DRAM) oder 
a!s Gatekapazitat in Feldeffekttransistoren Verwendung finden. 

Erfindungsgemaft wird auch ein Verfahren zum Herstellen einer dQnnen 
5 Oxynitridschicht auf einem Halbeleitermaterial angegeben, in dem zuerst 
eine sehr dQnne Siliziumoxidschicht auf das Halbleitermaterial aufgebracht 
wird, die anschlieflend zum Nitrieren in einer Strickstoffatmosphare (N 2 - 
Atmosphare) bei 800°C getempert wird. 

Danneben wird auch ein Verfahren zum Herstellen einer dQnnen 
10 Oxynitridschicht auf Silizium angegeben, in dem die Siliziumoberflache bei 
800°C einer StickstoffmonoxidatmosphSre (NO-Atmosphare) oder einer 
LachgasatmosphSre (N 2 0-Atmosphare) ausgesetzt wird. 

Mit den erfindungsgemaUen Verfahren lassen sich in vorteilhafter Weise 
dQnne Oxynitridschichten fQr erfindungsgemalie Halbleiterkondensatoren 
15 herstellen. Insbesondere ist mit den erfindungsgemaUen Verfahren das 
Herstellen von Oxynitridschichten mit so geringen Dicken wie 0,2 nm und 
einem O/N-Konzentrationsverhaitnis von 1:1 mBglich. 

Nachfolgend werden die bisher beschriebenen sowie weitere Merkmale 
und Vorteile der Erfindung anhand und von AusfQhrungsbeispielen unter 
20 Bezugnahme auf die beiliegenden Zeichnungen nSher erlSutert. 

Fig. 1 zeigt ausschnittsweise ein erstes AusfOhrungsbeispiel fQr den 
erfindungsgemaiien Halbleiterkondensator. 

Fig. 2 zeigt ausschnittsweise eine zweites AusfOhrungsbeispiel fQr den 
erfindungsgemafcen Halbleiterkondensator. 



25 



In Fig. 1 ist ausschnittsweise die Schichtfolge eines erfindungsgemafcen 
Halbleiterkondensators am Beispiel der Gate-Kapazitat eines MOSFETs 
dargesteiit. 
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Die in Fig. 1 ausschnittsweise dargestellte Gate-Kapazitat eines MOSFETs 
umfasst einen von einem Siliziumsubstrat 1 gebildeten Kanalbereich, der 
die erste Kondensatorelektrode bildet, und eine Polysilizium-Gateelektrode 
3, das die zweite Kondensatorelektrode bildet. Zwischen dem 
5 Siliziumsubstrat 1 und der Polysilizium-Gateelektrode 3 befindet sich ein 
Gatedielektrikum 5 aus Praseodymoxid (Pr 2 0 3 ) als Kondensatordielektri- 
kum. An der dem Substrat 1 zugewandten Grenzfl§che des Gate- 
dielektrikums 5 ist eine aus dem Herstellungsprozess herruhrende 
Mischoxidschicht der Form (Prt^MSiOz)^, wobei x Werte im Bereich 

10 grBfcer null und kleiner eins annehmen kann, vorhanden. Zwischen dem 
Mischoxid 7 und dem Siliziumsubstrat 1 befindet sich auEerdem eine 
dOnne Oxynitridschicht 9, die als Diffusionsbarriere fGr Sauerstoff dient und 
verhindert, dass Sauerstoff wdhrend Temperschritten, die auf das 
Abscheiden der Praseodymoxidschicht 5 auf das Siliziumsubstrat 1 folgen, 

15 durch das Praseodymoxid 5 hindurch die SiliziumoberfI3che des Substrats 
1 erreicht und diese oxidiert. Die Oxynitridschicht 9 wird im 
Herstellungsprozess vor dem Abscheiden der Praseodymoxidschicht 5 
geschaffen. 

Durch die erfindungsgemafie diffusionshemmende Oxynitridschicht 9 ISsst 
20 sich die Sauerstoffdiffusion zur OberflSche des Siliziumsubstrats 1 

weitgehend verhindern und so ein unkontrolliertes Wachsen des 

Mischoxids 7 unterdrQcken. Daher ISsst sich die Dicke der 

Mischoxidschicht 7 im Vergleich zum Stand der Technik verringern. 

Gleichzeitig verringert die dQnne Oxynitridschicht 9 die Trappdichte, also 
25 die Dichte an elektrischen Zustandsniveaus in der BandlQcke des 

Halbleitermaterials, die freie Elektronen einfangen und so unerwunschte 

Ladungszust^nde erzeugen kbnnen. 

Statt einer Oxynitridschicht 9 kann auch eine Schicht aus einem anderen 
Material verwendet werden, solange dieses Material die Diffusion des 
30 Sauerstoffs hemmt und vorzugswelse auch das heteroepitaktische 
Wachstum des Praseodymoxids auf dem Substrat nicht beeintrSchtigt. 
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Eine dQnne Oxynitridschicht auf Siiizium kann beispielsweise realisiert 
werden, indem zuerst eine sehr dQnne Siliziumoxidschicht auf das 
Siliziumsubstrat abgeschieden wird und die abgeschiedene 
Silizlumoxidschicht dann in einer StickstoffatmosphSre bei 800°C 

5 getempert wird. Bei diesem Tempervorgang wird die dQnne 
Siliziumoxidschicht nitriert. Alternativ kann die dQnne Oxynitridschicht auf 
Siiizium realisiert werden, indem die SiliziumoberfiSche des Substrats bei 
800°C einer NO- oder N 2 0-AtmosphSre ausgesetzt wird. Mit beiden 
Verfahren sind Oxynitridschichten mit einer Schichtdicke von 0,2 nm und 

10 einem O/N-KonzentrationsverhSltnis von 1:1 realisierbar. 

Ein zweites AusfQhrungsbeispiel ist in Fig. 2 dargestellt. Vom ersten 
AusfQhrungsbeispiel unterscheidet sich das zweite AusfQhrungsbeispiel 
iediglich dadurch, dass zwischen dem Gatedielektrikum 5 und der 
Polysilizium-Gateelektrode 3 eine Siliziumoxidschicht 11 als dQnne 

15 Zwischenschicht angeordnet ist. Vorzugsweise ist diese Siliziumoxidschicht 
11 eine dQnne SiOjrSchicht mit einer Dicke von 0,5 nm Oder weniger. 
Insbesondere kann die Dicke auch weniger als 0,3 nm betragen. Die 
Siliziumoxidschicht 11 dientals Interfaceschicht, die sowohl die traditionelle 
Kontaktierung, d. h. die Kontaktierung wie bei einem aus Siliziumoxid 

20 bestehenden Gatedielektrikum, ermoglicht, als auch chemische Reaktionen 
zwischen dem Pr 2 0 3 -Gatedielektrikum und dem Polysilizium der 
Gateelektrode wahrend auf das Abscheiden der Polysilizium-Gateelektrode 
3 folgender thermischer Prozessschritte unterbindet. 

Statt einer Siliziumoxidschicht als dQnner Zwischenschicht 11 kann 
25 zwischen der Polysilizium-Gateelektrode 3 und dem Gatedielektrikum 5 
auch eine dunne Oxynitridschicht vorgesehen sein. Auch ihre Dicke betrSgt 
vorzugsweise 0,5 nm oder weniger und insbesondere weniger als 0,3 nm. 
Die mit der Oxynitridschicht als dQnner Zwischenschicht 11 erzielten 
Wirkungen sind Shnlich, wie diejenigen, die mit der Siliziumoxidschicht 
30 erzielbar sind. So kann sowohl Oxynitrid als auch Siliziumoxid nach dem 
Herstellen der Praseodymoxidschicht als Schutzschicht fQr das 
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Praseodymoxid sowie als Kontaktierungshilfe beim Kontaktieren der 
Gateelektrode dienen. 

In den bfsher dargestellten AusfQhrungsbeispielen besteht die 
Gateelektrode 3 aus Polysilizium. Es ist Jedoch auch mbglich, die 

5 Gateelektrode 3 aus einem anderen Material, beispielsweise amorphem 
Silizium oder polykristallinem oder amorphem Siliziumgermanium (SiGe), 
herzustellen. Die Gateelektrode kann zum unterdrOcken von 
Dotierstoffdiffusion Kohlenstoff oder Sauerstoff enthalten. Daneben sind 
auch Gateelektroden aus anderen Oblichen Materialien, beispielsweise 

10 metallische Gateelektroden oder aus Metall-Halbleiter-Verbindungen 
bestehende Gateelektroden, mbglich. 

Auch ist das Substrat nicht auf ein Siliziumsubstrat beschrSnkt. Es k5nnen 
beispielsweise auch ein SHiziumgermaniumsubstrat, ein Silizium- 
germaniumsubstrat mit Kohlenstoff oder Sauerstoff als Diffusionshemmer 
15 oder ein Siliziumsubstrat mit Kohlenstoff oder Sauerstoff als Diffusions- 
hemmer Verwendung finden. Ebenso braucht das Substrat nicht in einer 
(0Q1)-Kristallorientierung vorzuliegen. 

In einer weiteren Ausfuhrungsform (in den Figuren nicht dargestellt) dient 
der erfindungsgemafce Halbleiterkondensator als Speicherelement fQr eine 

20 Speicherzelle eines dynamischen Direktzugriffsspeichers (DRAM). 
Zwischen zwei Kondensatorelektroden aus einem Halbleitermaterial, 
beispielsweise kristailinem, polykristallinem oder amorphem Silizium oder 
Siliziumgermanium, jeweils mit oder ohne Kohlenstoff oder Sauerstoff, ist 
eine Praseodymoxidschicht als Dielektrikum angeordnet. Zwischen dem 

25 Praseodymoxid und dem Halbleitermaterial der Kondensatorelektroden 
befindet sich eine Siliziumoxidschicht oder eine Oxynitridschicht, mit der 
unerwQnschte Reaktionen zwischen dem Pr 2 0 3 -Dielektrikum und dem 
Halbleitermaterial der Kondensatorelektroden vermieden werden konnen. 
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Es sind auch Gestaltungen des Speicherelements mdglich, in denen nur 
zwischen einer der Kondensatorelektroden und der Praseodymoxidschicht 
eine Zwfschenschicht vorhanden 1st 
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PatentansorOche 



1 . Halbleiterkondensator mit einer eine erste Kondensatorelektrode (1 ) 
bildenden, Silizium umfassenden ersten Haibleiterschicht, einer 
zweiten Kondensatorelektrode (3) und einem Praseodymoxid 
umfassenden Kondensatordielektrikum (5) zwischen den 
Kondensatorelektroden (1, 3), 

dadurch gekennzeichnet, dass 

zwischen dem Praseodymoxid umfassenden Kondensator- 
dielektrikum (5) und mindestens der Silizium umfassenden ersten 
Haibleiterschicht (1) eine erste ddnne Zwischenschicht (9) 
vorhanden ist, die eine Diffusionsbarriere fOr Sauerstoff darstellt 

2. Halbleiterkondensator nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die erste dOnne Zwischenschicht (9) Oxynitrid oder Titan 



3. Halbleiterkondensator nach Anspruch 1 oder 2, bei dem die Dicke 
der ersten dOnnen Zwischenschicht (9) 0,5 nm oder weniger 



4. Halbleiterkondensator nach einem der AnsprOche 1 bis 3, bei dem 
die zweite Kondensatorelektrode (3) aus einer zweiten 

20 Haibleiterschicht gebildet ist und zwischen der zweiten Haib- 

leiterschicht und dem Praseodymoxid umfassenden Konden- 
satordielektrikum (5) eine zweite dQnne Zwischenschicht (11) 
vorhanden ist. 

5. Halbleiterkondensator nach Anspruch 4, bei dem die zweite dQnne 
25 Zwischenschicht (1 1 ) Oxynitrid umf asst. 



umfasst. 



betragt. 
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6. Halbleiterkondensator nach einem der AnsprQche 4, bei dem die 
zwelte dOnne Zwischenschicht (11) Siliziumoxid umfasst. 

7. Halbleiterkondensator nach einem der Ansprdche 4 bis 6, bei dem 
die Dicke der zweiten dQnnen Zwischenschicht (11) 0,5 nm oder 
weniger betr^gt. 

8. Halbleiterkondensator nach Anspruch 2 oder 5, bei dem das 
Oxynitrid der ersten oder der zweiten dQnnen Zwischenschicht (9, 
11) ein Konzentrationsverhaitnis von Sauerstoff zu Stickstoff von 
1:1 aufweist. 

9. Speicherzelle fQr einen dynamischen Direktzugriffspeicher, die 
einen Halbleiterkondensator nach einem der AnsprQche 1 bis 8 
umfasst. 

10. Feideffekttransistor mit einem Substrat (1), einer Gateoxidschicht 
(5) und einer Gateelektrode (3), der einen Halbleiterkondensator 
nach einem der AnsprQche 1 bis 8 umfasst, wobei das Substrat (1) 
die erste Kondensatorelektrode bildet, die Gateelektrode (3) die 
zweite Kondensatorelektrode bildet und das Gateoxid (5) das 
Kondensatordielektrikum bildet. 
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